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2019 230

2024 288 4.6% 2020

COVID–19 2021

2022 2023

2021 2022

(EV)

IGBT MOSFET 2023

2024

2022 2023

World Semiconductor Trade Statistics, WSTS

12.7%

2025 2029 2029 382

6.6% (EU)

(EV) 2025

2029

0.0
23.0 22.9 26.5 30.429.4 29.6 33.931.9 36.0 38.2

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

35.0

30.0

45.0

40.0

-10.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

28.8

-0.3%

15.3%

3.3%

11.2%

2.9% 6.2%7.7% 6.1% 6.1%

-5.3%

2019年至2029年全球功率器件市場規模

十
億

美
元

功率器件 — 全球 同比

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
（估計）

2026年
（預測）

2027年
（預測）

2028年
（預測）

2029年
（預測）

 JFET WSTS 1W JFET

1W JFET
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2024

40.3% 116

2024

59.7%

40.3%

2024 年功率半導體市場佔有率(%)，
按地域市場劃分

中國288億美元 其他國家

2019

1,190 2024 1,751 8.0%

2019 2024

2023

2024
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60.0

80.0
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120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

49.6

17.0

5.3

15.2

4.2

119.0

136.1

2.0

4.2
12.1
2.8
6.6

57.4

18.0

6.7

17.5

3.3
3.8

17.0

3.6
6.9

1.9

180.9

22.6

7.8

22.4

7.0
4.3

15.2

6.9
10.1

4.2

182.0

24.9

67.7

7.3

23.0

8.2
5.9
13.8

12.4

12.8

6.0

159.3

19.1

4.4

19.4

9.5
5.0

11.7

10.0

8.7
4.7

80.3

67.7 66.8

175.1

76.8

21.7

3.8

19.9

11.3
4.0

17.5

5.5
10.8

3.7

2019年 2020年 2021年 2022年 2024年2023年

中國香港 韓國 新加坡 中國台灣

荷蘭

2019年至2024年中國出口半導體十大目的地市場

越南

總計

日本

巴西

印度

馬來西亞

十
億
美
元

(i) 8541

(LED)

(LED) 8542

2024

5,922 2019 2024

10.2%
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2022 76.8% 2024 84.3%

2.8% 2022 2023 4.7% 4.4%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2.9%

80.9%

2.8%
0.9%

0.7%
11.8%

2.6%

80.6%

4.4%
1.7%

1.1%
9.7%

2.5%

84.3%

2.8%
2.2%

1.0%
7.1%

2.6%

83.5%

3.0%
1.3%

0.6%
8.9%

2.4%

82.7%

2.9%
1.6%

0.7%
9.6%

2.4%

76.8%

4.7%
2.1%

0.9%
13.1%

2019年 2020年 2021年 2022年 2024年2023年

中國內地 中國台灣 印度

越南 泰國 其他

中國經香港再出口半導體的目的地市場分佈（2019年至2024年）
十
億
美
元

(i) 8541

(LED)

(LED) 8542

MOSFET IGBT

BJT

2019 190 2024 229

3.9% COVID-19 2020

2021

2024
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2025 237 2029 288

5.0% i) (EV)

IGBT MOSFET ii)

iii)

iv)

IoT

0.0

5.0

15.0

10.0

25.0

20.0

35.0

30.0

19.0 18.9 20.6 22.821.8 22.9 23.7 26.225.0 27.5 28.8

-0.4%

8.8%
4.5%5.9%

0.8%
3.2% 4.7%5.6% 4.9% 5.0%

-10.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

2019年至2029年全球晶體管市場規模

十
億
美
元

電晶體 – 全球 同比

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
（估計）

2026年
（預測）

2027年
（預測）

2028年
（預測）

2029年
（預測）

 JFET WSTS 1W JFET

1W JFET

2024 40.9%

2023 15.0%
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MOSFET IGBT

MOSFET IGBT IDM

OSAT

MOSFET IGBT

上游

原料╱設備供應商

原材料
硅

掩膜版
光刻膠

設備
光刻機

刻蝕機

中游 下游

MOSFET/IGBT製造商

代工廠

分銷商

系統製造商

OBM╱品牌

終端用戶

電信

消費電子產品

汽車

工業應用

可再生能源

其他

OSAT

無晶圓廠

MOSFET IGBT

MOSFET IGBT MOSFET IGBT

IDM

OSAT

• IDM

IDM

• Fabless

OSAT
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• Foundry

• OSAT OSAT

MOSFET

IGBT

MOSFET IGBT

(EMS)

(OEM) (OBM) (PCB)

MOSFET IGBT

CPU GPU

(EMS) (OEM) MOSFET IGBT

(ODM) MOSFET/IGBT

(OBM)

MOSFET

(MOSFET)

MOSFET

MOSFET SGT

MOSFET MOSFET

2024 MOSFET 40%

MOSFET

(SGT MOSFET



 

– 86 –

MOSFET

2024 MOSFET 35% MOSFET

DC–DC

MOSFET

(SGT MOSFET MOSFET 2024

MOSFET 15%

SGT MOSFET

SGT MOSFET

MOSFET

SGT MOSFET

MOSFET

MOSFET 2024 MOSFET 10%

MOSFET

2019 2024 MOSFET MOSFET

2019 33 2024 59 12.2%

(i)

2035

MOSFET (ii) 2019 2.0

2024 2.7 MOSFET

(iii) MOSFET MOSFET

2019 2024

MOSFET MOSFET

(iv) MOSFET

MOSFET
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MOSFET

MOSFET

2025 62 2029 75 5.0%

MOSFET

2019 2024 MOSFET 2025 2029

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

11.5%

26.0%

14.4%

4.8%
5.5% 5.9% 5.9% 4.8% 4.7% 4.5%

3.3 3.7 4.6 5.3 5.6 5.9 6.2 6.6 6.9 7.2 7.5

9.0

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2019年至2029年中國MOSFET市場規模

十
億

美
元

MOSFET — 中國 同比

複合年增長率 = 12.2% 複合年增長率 = 5.0%

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
（估計）

2026年
（預測）

2027年
（預測）

2028年
（預測）

2029年
（預測）

MOSFET

(SiC) (GaN)
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(SiC) (GaN MOSFET MOSFET

SiC (i)

(ii) 2 3

SiC (iii)

10 GaN

2030 2060

SiC

MOSFET

(i) 10 0.15 0.35

(ii) MOSFET

MOSFET

(iii)

MOSFET MOSFET



 

– 89 –

MOSFET

MOSFET 200 2023

49.3%

2023 MOSFET

2023

MOSFET

2023

1 A A 1999

 2000

 

 IDM

 

 MOSFET

1.40 25.2%

2 B B 2003

 2020

 

 IDM

 MOSFET

 

0.47 8.5%

3 C C 1999

 2000

 

 IDM

 MOSFET

0.33 5.9%

4 D D 1997

 2003

 

 IDM

 

 MOSFET

 

0.29 5.1%
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2023

MOSFET

2023

5 E E 2006  

 2017  

  

 2019  

 IDM  

 IC  

 MOSFET

 

0.25 4.5%

/ 2011  

  

 MOSFET  

 

0.02 0.3%

/ 200 MOSFET 

 

2.80 50.4%

  

5.55 100%  

(i) 

(ii) MOSFET

(iii) 

MOSFET

(iv) 7
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IGBT

IGBT

IGBT MOSFET

(BVDSS) MOSFET

RDS IGBT MOSFET

MOSFET RDS

IGBT IGBT VCE

IGBT MOSFET IGBT

MOSFET

IGBT

MOSFET IGBT

IGBT

2035

IGBT 2019 2024 IGBT

IGBT 2019 18 2024 31

11.7%
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9.2% 2025 34

2029 48

IGBT

2019 2024 IGBT 2025 2029

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

11.1% 12.1% 11.9% 13.2%
10.0% 9.9% 9.7% 8.9% 9.1% 9.0%

1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8

6.0

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
（估計）

2026年
（預測）

2027年
（預測）

2028年
（預測）

2029年
（預測）

IGBT — 中國 同比

十
億

美
元

複合年增長率 = 11.7% 複合年增長率 = 9.2%

2019年至2029年中國IGBT市場規模
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MOSFET IGBT

MOSFET IGBT

i) (AI) AI

AI MOSFET IGBT

MOSFET IGBT

MOSFET IGBT AI AI ii)

(IoT)

MOSFET iii)5G 5G

5G MOSFET IGBT

5G 5G

5G iv)

(EV)

IGBT MOSFET IGBT

IGBT MOSFET v)

(CoWoS) 3D

MOSFET IGBT

vi)

MOSFET

IGBT



 

– 94 –

MOSFET IGBT SiC MOSFET GaN MOSFET

IGBT SiC MOSFET GaN MOSFET

IGBT SiC MOSFET GaN MOSFET

IGBT 20 80

2018

SiC MOSFET

MOSFET

20 80

90

2010

GaN MOSFET

MOSFET

(Efficient 

Power Conversion 

Corporation (EPC))

2009

21 10

2018

21 20

IGBT
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IGBT SiC MOSFET GaN MOSFET

• IGBT

2023

50%

• 

IGBT

• SiC MOSFET

2023

80%

• 

• 

GaN

• 

 GaN MOSFET GaN GaN FET (GaN)

 MOSFET
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MOSFET IGBT

MOSFET IGBT

MOSFET

MOSFET IGBT

MOSFET IGBT

2035 IGBT

(IC) MOSFET IGBT

MOSFET IGBT

MOSFET IGBT

(NEV)

MOSFET IGBT

2035

MOSFET

IGBT
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• MOSFET IGBT

• MOSFET IGBT MOSFET

IGBT

• MOSFET IGBT
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MOSFET IGBT (IDM)

MOSFET IGBT

MOSFET

IGBT MOSFET IGBT

MOSFET IGBT AEC-Q101

IATF 16949 AEC-Q101 MOSFET IGBT

30 MOSFET IGBT

AEC-Q101 IATF 16949

MOSFET

IGBT

20 MOSFET IGBT MOSFET IGBT
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MOSFET

MOSFET

12 8 MOSFET IGBT

2019 2024 MOSFET

2,727.3 2,625.5
2,900.7

3,730.8
3,313.6

2,631.3

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

2019年至2024年中國MOSFET主要原材料 — 晶圓的價格趨勢

人
民
幣
／
片

8英寸晶圓
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

MOSFET 8

MOSFET

MOSFET 8 MOSFET

2022

2023 2024 8 1,100 6,400

850 5,500 750 4,500 1

1. 
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MOSFET IGBT 8 8 2019

2,727.3 2024 2,631.3 -0.7%

2019 2020 2021 2022 2022

3,730.8

HPC 5G

2022 2024

2,631.3 2022

2023 2024

MOSFET 8 2023 2024

8

12

(SiC)

8

2019 2024 MOSFET

5.1% 2020 0.9 2022

1.8 2023 2024

1.4

MOSFET 8

MOSFET 2019 2024 MOSFET

2020 2022 MOSFET 2022

2024 MOSFET

2022 MOSFET MOSFET

MOSFET MOSFET

i)

ii) MOSFET

5G

MOSFET


